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Information ==

1k statisches RAM U 215D U215D1
U225D U225D1

Die Schaltkreispe U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 sind hochintegrierte, statische Bohreib-
Lege=Speicher (aRAM) mit wahlfreiem Zugriff, Die Speicher sind in der Form 1024 x 1 bit
organisiert. Diese Schaltkreise werden in n-Hanal-Silicon-Gate/ED-Technologle gefertigt.
Dar U 215 D upnd der U 215 D 1 besitzen einen Open-drain-Ausgeng. Dagegen verflgen der

U 225 D und der U 225 D 1 iber einen Tri-state-Ausgang.

Die Schaltkreiss U 275 I und U 225 I unterscheiden sich wvom U 215 D 1 und U 225 I 1

' lediglich in der Zugriffazeit. 5‘
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Bild 1: ApschluBbelagung und Schaltungskurzasichen ;




Bezelchnung der Anachlilsse:

A D sue A9 Adresseneinginge
oo Datenausgang
DI Dateneingang
WE Schreibeaginel
[+ Chip-select=-Eingong
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Bild 2: GehMuseabmessungen

Beschreibung

DMe Schaltkrefse U 215 D/D T und U 229 D/D 1 beaitzen eine Speichermatrix von 32 Zeilen umd
32 Spelten (1024 bit)., ZJur Adressierung lber 10 Adressenlesitungen stehen 32 Zeilen- und

32 Spaltendekoder zur Veriilgung.

Die Schaltkreise besitzen einen Chip-select-Eingang (U5). liegt an diemem 1-Pagel an, iat
der Schaltkreis aktiviert. Wird U5 suf H-Pegel gelegt, sind nach einer Verzligerungszeit die
Tri-state-Ausginge der U 225 D/D 1 hochohmig. Bed den Schaltkreisen U 215 D/D 1 liegt nach
der TS-Abklingseit der Ausgang DO auf H-Pegel.

Die Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 ktnnen in den zwel Betriebsarten "Lesen" und
"Schrelben” arbeiten. In der Betriebsart "Leaen” (05 = Upps e = Uy @teht die Information
am Datensusgang DO nicht neglert bereit. In der Betriebsart "Schreiben” (U5 = Ugyd TE - Unl]
werden die am Dateneingang DI anliegenden Informationen in die wn A O .. A 5 adressierten
Speicherszellen Ubernommen. Ein gleichzeitiges Lesen ist nicht mtglich.

Alle Ein- und Ausginge der Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 sind TTI~kompatibel.
Mit eimem U 215 D/D 1 lssmen aich 7 TTIL= bzw. 33 Low=power=Schottky=TTl-lasten treiben, mit
einem U 225 D/D 1 dagegen nur 4 TTL- bew. 19 Low-power=Schottky-TTI=-Lasten.

Die Schaltkreise U 215 DJ/D 71 wmd U 22% D/D 7 besltzen einen chipinternen Substratvorspannungs-
generator. Durch die damit verbundene Verringerung der Sperrschichtkapagitlt wird eine hihere
Geschwindigkeit erreicht. Oleichzeitig wird durch die negative Substratvorspennung eine ne-—
gative Eingangsspannung (-0,5 V) zullssig.

Hauptsilchlich werden diese Schaltkreise in Arbeitspeicherancrdnungen fiir Mikroprozessor=-
systeme eingesetst.

Betriebsart Einglnge Ausglinge
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Grengwerte

Kenawert Kurssgeichen min, max. Eipheit
Betriebaspannung L =0,5 7 v
linguiupm an u =0,5 7 v
allen m‘{l:‘ I !

Ausgangsspannung Uy -0,5 T v
AusgangkurzachluBatrom ID 20 mi
Verlustleistung Py 1 W
Betriebstemperatur J‘p 0 70 ®a
Lagerungatemperatur ‘ﬂ’.t‘ =55 125 ®a
a ba (bezogen suf Ugg = 0 ¥)

Kennwart Kurzgeichan min, typ. max. Einheit
Betriebsspannung Usgo 4,75 5 5,25 v
Eingangsspannung Low “II. =0,5 0,8 ¥
Eingangsspannung High [} 2 Uog v
Umgebungstemparatur '\7. 0 25 70 '

Dynamische Betriebsbedingungen  (bezogen auf Ugg = 0 V)

Kennwert Kurzzeichen min, mex. Einhedit
U215 D 1

U5-Vorhaltezeit ti08 5 45 ne
UE-ibklingzedlt toos 40 ns
Gltigkeltesdausr der D=In- tm 10 na
formation nach Adressenlfinderung

WE-Vorkaltezelt tys 40 ns
WE-Abklingzeit twr 5 45 ns
U 225 D/D 1

UB=Vorhaltezeit tios 5 45 no
Verggerung zwischen 0o t 40 ns
und HIGH 2 ERCS

Giltigkeltadauer der DO-In- oy 10 ne
formation nach Adressenfnderung

Verzlgerung zwlschen WE t 40 ne
und HIGH 2 s

WE-Abklingzelt tym 5 45 ns

21 ] und U 225 D 1

Schreibimpulsbreite ty 50 ns
Datenaufbauseit tyan 5 ns
Datenhaltezeit D 5 ns
Adressenaufbaugeit tas 30 ns
Adregsenhaltezeit t"ﬂl 5 na
TE=Aufbauzeit tyscs 5 ns

3 ns

TE-Haltegeit  S—




Statische Kennwerte (bezogen suf Ugg = O V)
Eennwert Kurzzeichen| MefSbedingung min. mAX. Einheit
I~Eingangastrom =TIy Upe = 5,25 V¥ 50 f"‘"
Up, = 004 ¥
H-Eingangsstrom =Ly Ugg = 525 ¥ 50 Jak
U = 45 v
L=Ausgangsspannung Uar, Ugg = 4,75 V 0,8 v
U 215 D/D 1 I =12 mA
L=Aus S8panmn u Upy = 4,75 ¥ 0,8 v
U2 DB T e oL 08 Lt ;
0L
A ssperrstrom Iy, Ugg = 525 ¥ 110 J.u.l
U215 D/D 1 Uy = 45 V¥
A ssperratrom '!:ﬂ2 UDL‘: = 525 Y T0 ;I.I.l.
U225 D/D 1 T_Tﬂ a 035..42,4 v
H-Ausgangsspannung Uy I.Icc = 4,75 ¥ 2,4 v
I'DH = 1,2 mA
Eingangskapazitlt g Uy =0 ¥ 5 pF
Ausgangakapazitlt Cy Uy =0 ¥ a pF
Ugg = 5 ¥
Stromaufnahme Im 100 mA
pehe Hannwarte (bezogen auf Uﬁﬂ = 0 V)
Kennwart Kurzzeichen| Mefbedingung mia. MAX . Einheit
ffazelit t Uiy = 4,75 ¥V 95 ns
U 215 D/U 225 D AL cc ™
Zugriffazeit t Usn = 4,75 ¥ 140 ns
U 215 D 1/U 225 D 1 Ad og — ™
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Verz8gerung U5 zu DO

Bild 3:
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Impulsdisgramm Lesezyklus U 215 D/D 1
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Bild 4: Impulsdisgramm Schreibsyklus U 215 D/D 1
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Verstigerung U5 zu DO

Bild 5: Impulsdiegremm Leseryklus U 225 D/D 1
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Bild 6: Impuladisgramm Schreibzyklus U 225 D/D 1
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Bild T: Versbgerungeszeiten WE und % zu HIGH (U 225 D/D 1)
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Bild B: Blockachaltbild
Internationale pinkompatible dquivalenztypen
Typ Rquivalenziyp Herateller
U215 D SN T4 L5 314 J 1) Texas Instruments
SN 74 LS 114 N 1) Texas Instruments
2115 F
2115 LI Mullard
2115 1 Philips
2115 ¥ Signetica
2115 LN Valvo
2115 K
U215 D 1 SN 54 L8 314 J 1) Taxas Instrumenta
025D SN 74 LS 214 J 1) Texas Instrumenta
BN T4 L3 214 N 1) Texas Instruments
2125 F
2125 1 Mullard
2125 L¢ Fhilips
2125 11 Bignetics
2125 LN Valve
2125 N
w225 D1 SN 54 LS 214 J 1) Texas Instrumenta

1) in TTL-Technik gefertigt
Alle Kquivalenztypen haben eine geringere Verlustlelstung.




Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft Uber Liefermbglichkeiten und enthllt keine Verbind-
lichkeiten zur Produktion. Die glltige Vertragsumterlage beim Bezug der Bauelemente ist
der Typstandard. Rechtsverbindlich ist Jewells die AuftragsbestMilgung.

inderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Iie Behandlungavorschriften fiir MOS-Bauelemente sind umbedingt einzuhalten, da andern-
falls sine Reklamation nicht anerkannt werden kann.
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